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Resumen

En este trabajo se reportan los cambios estructurales y luminis-
centes al variar la temperatura de sustrato (Ts) y el porcentaje de
impurificarte en peliculas de TiO,. Los resultados muestran que
es posible obtener peliculas con buenas propiedades.

Introduccion

El estudio del TiO, en su sintesis de pelicula es una alternativa in-
teresante por sus aplicaciones tecnologicas como: aislante eléctrico,
sensores, capacitares y dispositivos luminiscentes [1]. Peliculas de
TiO, han sido depositadas por técnicas como: laser pulsado, RF-
sputtering, sol-gel, CVD y rocio pirolitico ultrasénico (UPS). De
estas, la técnica de UPS radica basicamente en una reaccion quimica
estimulada térmicamente, versatil, de bajo costo y escalable [2-3].

Procedimiento Experimental

Las peliculas fueron depositadas sobre su bstratos de vidrio cor-
ning con una solucion de Titanio metélico y EuCl;; en H,0, a
0.0025M; temperaturas de 300 °C a 500 °C cada 50 °C, con por-
centajes de 40, 80, 100, 120 y 160 % en la solucion con tiempos
de depdsito de 10 min. Las peliculas se caracterizaron por DRX,
EDS, SEM, PLy CL.

Resultados y Analisis

La figura 1 muestra el difractograma, en ¢l se observa una tran-
sicion de fase al aumentar la Ts. La tabla 1 presenta los porcen-
tajes atomicos de Eu** obtenidos por EDS.

Tabla 1. Eu®*" por EDS
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La figura 2 muestra la micrografia de superficie conformada por es-
feras porosas con un didmetro promedio de dos micras y distribucion
de tamafio uniforme. La figura 3 presenta el espectro de excitacion
con seis picos caracteristicos, estando el mas intenso en 396 nm.
Las figuras 4 y 5 exhiben los espectros de emision PL con cinco
picos caracteristicos; el mas intenso en 612 nm que corresponde
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Figura 2. Micrografia de superficie.
Figura 3. Espectro de excitacion.

al Eu**. La maxima intensidad se obtiene con 1.7 % atomico de
Eu*"a 300 °C; cuando la fase es mas anatasa. Esto quiza por un
mejor acomodo del ion de Eu** por la menor densidad de la red.
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Figura 5. Variando Ts.
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Figura 4. Variando Eu3+.

Las figuras 6 y 7 muestran los espectros de emision CL con el
mismo comportamiento que en PL. El quenching de la intensi-
dad para valores por arriba de 1.7 % atémico de Eu** se debe
seguramente por la migracion de energia a través de la red.

Conclusiones
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Figura 6. Variando Eu3+. Figura 7. Variando Ts.

Se presento el estudio de las propiedades estructurales y luminis-
centes de peliculas de TiO, Eu’* Los resultados muestran que con
los precursores, técnica de deposito y parametros utilizados; es
posible obtener peliculas policristalinas y luminiscentes para la
emision Eu’". Donde la intensidad de luminiscencia depende de
la Ts y el porcentaje atdmico de Eu*" alojado en las peliculas.
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